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g Miax Typ
TO-252 1 3.050 4.000 : TO-252 277 R6504KND3 4 0.955 1.050 10
(DPAK) 4 0.955 1.050 15 {DPAK} 277 R6507KND3 Ee % 0.605 0.665 15
650 7 0.605 0.665 20 4 [ETR6509KND3 9 0.530 0.585 16.5
,’ 9 0.530 0.585 24 B R6511KND3 11 0.360 0.400 22
11 0.360 0.400 32 TO-263 R6504KNJ 4 0.955 1.050 10
TO-263 R6504ENJ 4 0.955 1.050 15 (LPTS) R6507KNJ 7 0.605 0.665 15
g R6507ENJ 7 | 0605 | 0665 20 o R6509KNJ 9 | 0530 | 0.8 165
(D2PAK) R6509ENJ 9 0.530 0.585 24 R6511KNJ 650 14 0.360 0.400 22
R6511ENJ 650 11 0.360 0.400 32 ’ R6515KNJ 15 0.280 0.315 30
9 R6515ENJ 15 0.280 0.315 40 R6520KNJ 20 0.185 0.205 40
R6520ENJ 20 0.185 0.205 61 R6524KNJ 24 0.160 0.185 46
R6524ENJ 24 0.160 0.185 70 TO-220AB 15 0.280 0.315 27.5
(TO-220FM) R6504ENX 4 0.955 1.050 15 20 0.185 0.205 40
(TO-220FP) R6507ENX 7 | 0605 0.665 20 650 | 24 | 0160 0.185 45
RE6509ENX 9 0.530 0.585 24 R6530KNX3 30 0.125 0.140 56
M RESMENX | . [ 11 | 0360 | 0400 32 R6535KNX3 35 | 0098 | 0.115 7
R6515ENX 15 0.280 0.315 40 (TO-220FM) R6504KNX 4 0.955 1.050 10
R6520ENX 20 0.185 0.205 61 {TO-220FP} R6507TKNX 7 0.605 0.665 14.5
R6524ENX 24 0.160 0.185 70 R6509KNX 9 0.530 0.585 16.5
R6530ENX 30 0.125 0.140 90 R6511KNX 11 0.360 0.400 22
TO-247AD R6520ENZ4 20 0.185 0.205 61 R6515KNX e 15 0.280 0.315 30
(TO-247) R6524ENZ4 24 0.160 0.185 70 R6520KNX 20 0.185 0.205 40
M R6530ENZ4 —_— 30 0.125 0.140 90 R6524KNX 24 0.160 0.185 46
R6535ENZ4 35 0.098 0.115 110 R6530KNX 30 0.125 0.140 56
| RE6547ENZ4 47 0.070 0.080 150 TO-247AD R6520KNZ4 20 0.185 0.205 40
R6576ENZ4 76 0.040 0.046 260 (TO-247) R6524KNZ4 24 0.160 0.185 45
(TO-3PF) R6520ENZ 20 0.185 0.205 61 R6530KNZ4 650 30 0.125 0.140 56
M R6524ENZ &5 24 0.160 0.185 70 M R6535KNZ4 35 0.098 0.115 72
R6530ENZ 30 0.125 0.140 90 R6547KNZ4 47 0.070 0.080 100
R6535ENZ 35 0.098 0.115 110 R6576KNZ4 76 0.040 0.046 165
*SHEEIRAJEDECRT © () ARTROHM #5 » [ JARTIEITARS » () ARTGENERALERESE (TO-3PF) R6515KNZ 16 0.280 0.315 27.56
R6520KNZ 20 0.185 0.205 40
R6524KNZ 650 24 0.160 0.185 45
R6530KNZ 30 0.125 0.140 56
R6535KNZ 35 0.098 0.115 72
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